Исследование пластин пористого кремния с дендритами серебра методом мультифотонной микроскопии
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Пластины пористого кремния (ПК), с выращенными на его поверхности структурами дендритов серебра (ДС) применяются в качестве SERS-подложек [1]. Так как ПК обладает свойством фотолюминесценции (ФЛ), в данной работе было рассмотрено влияние ДС на ФЛ ПК методом мультифотонной микроскопии (МФМ) [2].
Длина волны возбуждения лазера составила 800 нм. Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) детектировал ФЛ в диапазоне от 300 до 720 нм. Были получены карты распределения ФЛ по поверхности и объему образцов ПК/ДС (рис. 1). Интенсивность ФЛ ПК, расположенного под ДС, значительно снижена (рис. 1б). ПК без ДС люминесцирует однородно по всему объему образца. Однако, возникающая на границе раздела пор ФЛ, выводится из объема образца за счет волноводного эффекта пор и детектируется ФЭУ, если пора на поверхности не перекрыта слоем серебра. Таким образом наблюдается паттерн ФЛ в объеме в виде конусов, который соответствует паттерну сети пор в объеме образца (рис. 2а).
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Рис. 1. Изображение МФМ а) – поверхности и б) – объемной части образца ПК/ДС
ДС на поверхности ПК способствуют увеличению глубины детектирования ФЛ (рис. 2б). Предполагается, что это связано с усилением возбуждающего лазерного излучения, проходящего сквозь структуры ДС на поверхности и фокусирующегося в точке в глубине образца. 
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Рис. 2. А) – изображение РЭМ скола образца ПК/ДС; Б) – изображение МФМ скола образца ПК/ДС на границе удаления ДС с поверхности образца
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